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O cristal de Ge é muito fragil:

e Manusear a placa condutora com muito
cuidado e ndo expd-la a tensBes mecanicas.

A placa condutora de amostras pode ficar muito
guente durante a operacdo (170°C). Risco de
gueimadura!

e Antes da desmontagem da placa condutora
aguardar por um tempo adequado de
esfriamento.

Devido a sua alta resisténcia especifica, o cristal
de Ge ja aquece através da ligacdo de uma
corrente de amostra.

e N&o ultrapassar a corrente de amostra de
méximo | = £4 mA.

e Girar o comutador para corrente de amostra
até a posigdo do médio.

...going one step further

Instrucdes de operacgéo
10/15 ALF

1 Conector multiplo

2 Suporte de
distanciamento

3 Meandro de aquecimento
4 Cristal de Ge, nédo
impurificado
5 PT100-Sensor de
8 temperatura

A placa condutora serve em ligagcdo com o
aparelho basico do efeito de Hall (1009934) para
a medi¢cdo da capacidade condutora do germanio
ndo impurificado em dependéncia da temperatura.
A placa condutora estd providenciada com um
conector multiplo com contatos para a corrente de
amostra, 0 aquecedor de resisténcia e o sensor
de temperatura embaixo do cristal.

1 Placa condutora com cristal de Ge
1 Protocolo de teste
1 Instrucdes de operacdo

Corrente de amostra maxima: +4 mA

Dimensdes do cristal: aprox. 20x10x1 mms3
Dimensdes: aprox. 70x70x10 mms3
Massa: aprox. 30 g




5. Atribuicdo de conexéo
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Fig. 1 A Meandro de aquecimento, B Corrente de
amostra através de cristal de Ge, C Sensor de
temperatura PT100

6. Operacéao

A montagem da placa condutora no aparelho
basico do efeito de Hall, assim como o circuito da
montagem experimental esta descrita nas
instrucdes de operacéo do aparelho basico para o
efeito de Hall.

7. Cuidados e manutencéo

e Para a limpeza utilizar um pincel macio,
sempre que for possivel ndo tocar o cristal
com os dedos.

e Apbs da utilizacdo e esfriamento guarda-lo na
embalagem original.

8. Eliminacéo

e Para o descarte ndo jogar a placa condutora
no lixo doméstico normal. Deve ser observada
a regulamentacéo local para a eliminacdo de
descartes eletrdnicos.

A embalagem consiste de materiais ecolégicos e
reciclaveis.

o Descartar em postos de reciclagem local.

9. Experiéncias

Medicéo da capacidade de conduc¢édo em
dependéncia da temperatura
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Fig. 2 Tensdo de amostra U em dependéncia da
temperatura T (Queda de tenséo no cristal de Ge em 2
e 3 mA de corrente de amostra)

Grandezas de medicao:
Up: Tenséo de amostra (aparelho basico)
Te: Temperatura da amostra (aparelho basico)

Grandezas derivadas:

Capacidade condutora: o = I— . ﬂ
U 10 mm-1 mm

Temperatura absoluta em Kelvin:
T=T,+273,15K

Representacédo: In o =f(_%j

Porque em temperaturas maiores (capacidade
condutora intrinseca) vale:

Ino =Ino -E—gl

2K T
Eg =0,7 eV Distancia de banda do Ge
k =8,625-10°° ev Constante de Boltzmann
In (o / S/im)
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Fig. 3 Capacidade condutora o em dependéncia da
temperatura absoluta T
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